附件1

2026年安徽省第六届集成电路精英赛

实施方案

根据《安徽省工业和信息化厅、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省教育厅、安徽省总工会、共青团安徽省委员会、安徽省妇女联合会关于举办2026年全省工业和信息化行业职业技能大赛的通知》精神，为贯彻落实国家集成电路发展战略重要部署，服务我省集成电路产业发展大局，推进高校与集成电路企业产学融合育人，决定举办2026年安徽省第六届集成电路精英赛（以下简称大赛）。

本次大赛以服务产业发展需求为导向，以提升安徽省集成电路产业人才培养质量为目标，打造产学研用协同创新平台，加快推进新型工业化，大力培育支撑制造强国、网络强国建设的技术技能人才，弘扬精益求精的工匠精神。

一、大赛组织单位
主办单位：安徽省工业和信息化厅

安徽省人力资源和社会保障厅

安徽省教育厅

安徽省总工会

共青团安徽省委员会

安徽省妇女联合会

承办单位：安徽省半导体行业协会

协办单位：合肥工业大学微电子学院

安徽大学集成电路学院

合肥市半导体行业协会

合肥芯火职业技能培训学校有限公司

大赛在安徽省工业和信息化行业职业技能大赛组委会（以下简称大赛组委会）领导下开展工作，下设专家委员会（以下简称专委会）和秘书处。秘书处执行组委会的决议，负责大赛的宣传、报名、培训等管理工作。专委会负责大赛赛题制定、技术培训、评审评奖等工作。

二、大赛内容

大赛重点考察参赛选手对集成电路设计方法学的理解和运用能力，以及对工艺开发和芯片制造过程中实际问题的分析和处理能力。

赛事围绕集成电路设计领域，为推动区域集成电路人才的积极性，赛事采取命题和自选命题相结合的形式。自选赛题仅限职工组选手参赛，鼓励初创型企业及优秀项目参加，选题需围绕模拟集成电路领域自行选择模块电路并采用华大九天EDA工具和CMOS 0.18μm工艺开展全流程设计工作。自选赛题不占用大赛获奖名额及奖金。（自选赛赛题另行发布）

三、参赛要求
1. 省内具有集成电路相关职业工作经历的企业在职人员，从事相关专业工作的高等院校、职业院校（含技工院校，下同）在职人员，以及高等院校、职业院校相关专业全日制在籍学生均可报名参赛。

2. 每支参赛队由不多于2名参赛队员组成，并可设不超过1名指导老师。已获得“中华技能大奖”“全国技术能手”称号及已取得“全国技术能手”申报资格的人员，不得以选手身份参赛。具有全日制学籍的在校创业学生不得以职工身份参赛。

3. 自选赛题参赛项目须与集成电路产业相关，项目应具备技术领先性、市场竞争性、设计新颖性、功能适用性；项目主要申报人为参赛项目主要持有人，本人及团队需拥有项目合法知识产权或使用权（授权），不存在国内外知识产权纠纷、商业侵权等问题；已获得国家级、省级支持的项目，不得申报。

四、赛事安排

（一）赛事形式

本届大赛采用初评+终评赛制。

1、初评阶段

参赛队分为职工组（企业员工、教职工）和学生组，根据大赛赛题提交设计报告和作品海报。职工组自选命题时可提交企业产品申报表，请在参赛邮件中注明。

设计报告应包含：作品介绍、项目研发情况、技术创新点、系统设计方案、功能仿真及测试结果图、系统展示图片等内容；作品海报用于初评和终评线下展示，由参赛团队自行设计（尺寸为50cm*70cm）提交电子版，内容不作限制，建议包含团队风采展示、项目简介、创新点等。作品完成后，打包发送至邮箱ahsia21@yeah.net。专委会专家根据参赛队提交的作品进行技术评分，组委会根据技术评分确定入围终评名单。

2、终评阶段

终评由专委会专家进行现场评审。参赛队需提供作品技术报告和答辩PPT，在评审现场进行作品展示和答辩。技术文档和答辩PPT是评审重要依据，可放置赛题要求的评分项所需证明材料、项目设计思路、重要代码、仿真截图等内容，无固定模板和内容限制，参赛团队自行发挥。各团队常规答辩时间为10分钟作品讲解+5分钟评审提问，专委会根据参赛作品的创新性、作品难度、文档质量和答辩状况等情况进行评分。

自选赛题参赛选手需根据团队制作的PPT版项目策划书进行现场演说，限时10分钟，评委会根据团队的策划书进行提问，参赛团队进行答辩，限时5分钟。项目答辩选手限2人，一人主辩，另一人补充。专委会将根据参赛项目的技术领先性、市场竞争力等进行综合评分。

（二）关键环节

参赛选手线上报名——赛前培训——选手设计作品——选手提交作品——初评成绩评定——终评（从初评作品中选出获奖作品）——成绩评定——大赛技术点评、颁奖仪式、闭幕式。

（三）成绩计算

竞赛满分为100分，根据大赛组委会统一制定的评分标准进行评定。

初评阶段每组参赛作品由两位专家根据评分标准进行评分，取平均分为该作品的最终得分。

终评阶段，参赛组进行现场展示和答辩，专委会将根据参赛作品的创新性、作品难度、文档质量和答辩状况等综合进行评分。

五、奖项设置

根据《安徽省工业和信息化厅、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省教育厅、安徽省总工会、共青团安徽省委员会、安徽省妇女联合会关于举办2026年全省工业和信息化行业职业技能大赛的通知》文件精神，大赛设立职工组和学生组一等奖、二等奖、三等奖，对未获得上述奖项且在参赛总人数50%以内的选手可以颁发优胜奖。一等奖4组、二等奖12组、三等奖20组、优胜奖若干。分别给予参赛队伍第一名至第三名团队每人4000元、2000元、800元（税前）奖励。大赛还将设立优秀指导教师奖、优秀组织奖等奖项，优秀指导教师奖获得者每人给予2000元（税前），优秀组织奖授予荣誉证书。获奖团队根据安徽省相关规定，授予相应荣誉称号。

六、赛事安排

（一）命题赛题

1.团队报名：2026年9月21日-2026年10月10日

2.环境搭建及安装培训：2026年10月11日-2026年10月15日

3.赛事培训及答疑：2026年10月16日-2026年11月15日

4.作品提交截止时间：2026年11月15日

5.初评评审：2026年11月21日-2026年11月22日

6.终评评审：2026年11月28日-2026年11月29日

（二）自选赛题

1.团队报名：2026年11月15日前

2.提交项目：2026年11月20日前

3.项目初审：2026年11月21日-2026年11月22日

4.项目答辩：2026年11月28日-2026年11月29日

七、报名须知

1.职工或学生自行组队，每个团队1-2人，每队指导教师1位，各参赛队需按通知内要求线上填写报名信息；

2.允许跨企业或跨校组队，以队长所在企业或学校计入参赛企业或院校，计算优秀组织奖等奖项，团队信息中企业或院校信息填写队长所在企业或院校；

3.团队名称中不可出现包含企业名称、学校名称、简称、代码等标识类敏感信息；

4.报名时，由队长创建团队，然后分享入队邀请链接至其他队员，每位参赛者只能加入一个团队，团队创建后将不可解散；

5.团队信息确认后，通过承办方发出的报名通知信息参与报名；

6.报名截止前，队伍成员及信息可修改，报名截止后队伍成员及团队所有信息不可修改；若团队名称重复，大会秘书处将联系报名团队进行修改并重新提交；

7.填写个人信息时需如实提交本人身份证信息，此信息仅用于身份认证、奖金发放、缴税等必要行为，组委会尊重参赛选手的个人信息并严格保密；

8.参赛过程中，提交的作品相似度达80%以上，双方成绩作废；

9.赛程中将会通过QQ、微信群进行赛事答疑、发布相关赛事通知、大赛工具、培训资料等重要信息，为防止遗漏重要通知，请参赛团队至少一位成员务必加入赛事通知群。

八、报名方式

微信扫码小程序参与报名，截止日期2026年10月10日。
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九、其他事项

1.参赛单位无需缴纳参赛费。终评期间合肥市区以外的高校参赛队伍住宿费由承办单位承担，其他费用自行承担。

2.大赛组委会和参赛队共同拥有设计文档等大赛作品相关技术资料的发布使用权。参赛作品的知识产权归属于参赛队伍。

3.为确保大赛赛事的安全，采取切实有效的措施保证大赛期间参赛选手、工作人员及观众的人身安全。大赛秘书处在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。

4.比赛过程中，参赛选手应严格遵守安全操作规程，遇有紧急情况，应立即切断电源，在工作人员安排下有序退场。赛场提供应急医疗措施和消防措施。

5.本通知的具体解释权归安徽省工业和信息化行业职业技能大赛组委会。

6.联系人及联系方式

安徽省半导体行业协会：王涛，联系电话：13696765546，邮箱：ahsia21@yeah.net；

安徽省工业和信息化厅(电子信息处)：万颖棻，联系电话：0551-62871873。

附件2

2026年安徽省第六届集成电路精英赛

命题赛题任务指标

赛题形式：

赛事围绕集成电路设计领域，为促进区域集成电路人才参赛的积极性，本赛事采取命题和自选命题相结合的形式，其中，命题赛题具体内容如下（自选赛题另行发布）：

赛题一：高性能低压差线性稳压器（LDO）设计（权重系数1.2）

设计要求：设计一款满足下表所列性能指标的高性能低压差线性稳压器（LDO）。要求使用CMOS 0.18 µm工艺进行模拟全流程设计，主要包括：

（1）使用华大九天EDA工具，完成电路原理图设计，实现满足指标要求的电路结构，并搭建性能测试电路；

（2）在此基础上完成对应的版图绘制，并要求通过DRC和LVS物理验证；

（3）在完成上述工作基础上，尽可能优化功耗、响应速度和芯片面积等指标。

指标要求： 

	序号
	设计指标
	数值
	备注

	1
	输入电压
	2V-3.3V
	

	2
	输出电压
	1.8V
	

	3
	静态电流
	<10µA
	

	4
	环路增益
	>80dB@10Hz
	

	5
	电源抑制比（PSRR）
	>70dB@10Hz

>50dB@10kHz
	

	6
	线性调整率
	<1mV/V
	

	7
	负载调整率
	<40µV/mA
	

	8
	最大负载电流
	>10mA
	

	9
	响应速度
	1μs
	

	10
	峰值转换效率
	重载（5-10mA）  ≥85%

中载（1-5mA）  ≥82%

轻载（0.1-1mA） ≥70%
	


评分标准：

（1）调研与方案选择（20分）：完成调研并选择合理电路架构，理解LDO工作原理并论述电路结构选择原因。

（2）电路设计与前仿真（40分）：画出完整电路原理图，实现电路功能。

（3）版图设计与后仿真（30分）：完成版图设计并进行DRC、LVS验证，后仿真验证指标。

（4）创新点与优化建议（10分）：针对电路结构的创新与优化方案。

赛题二：高性能全差分同相比例放大器设计（权重系数1.1）

设计要求：设计一款满足下表所列性能指标的高性能全差分同相比例放大器。要求使用CMOS 0.18 µm工艺进行模拟全流程设计，主要包括：

（1）使用华大九天EDA工具，完成电路原理图设计，实现满足指标要求的电路结构，并搭建性能测试电路；

（2）在此基础上完成对应的版图绘制，并要求通过DRC和LVS物理验证；

（3）在完成上述工作基础上，尽可能优化增益、带宽、功耗、面积等指标。

指标要求： 

	序号
	设计指标
	数值
	备注

	1
	放大倍数
	4倍
	全差分电阻负反馈

	2
	工作温度
	-40℃~+85℃
	

	3
	工作电压
	1.8V
	

	4
	输出电压范围
	>80%（VCC-GND）
	

	5
	建立时间
	<0.5μs
	建立精度0.01% ，CL=10pF

	6
	建立精度
	<0.01%
	CL=10pF

	7
	输入信号带宽
	>10MHz
	CL=10pF 

	8
	静态电流
	<500µA
	包含偏置电路电流

	9
	共模抑制比
	>70dB
	

	10
	压摆率
	>5V/µs
	CL=10pF


评分标准：

（1）调研与方案选择（20分）：完成调研并选择合理电路架构，理解并论述电路结构选择原因。

（2）电路设计与前仿真（40分）：画出完整电路原理图，实现电路功能。

（3）版图设计与后仿真（30分）：完成版图设计并进行DRC、LVS验证，后仿真验证指标。

（4）创新点与优化建议（10分）：针对电路结构的创新与优化方案。

赛题三：基于国产CPU的DVI外设显示设计（权重1.1）

设计要求：数字视频显示是嵌入式系统人机交互的重要组成部分，其视频时序、像素数据组织及缓存读写方式会直接影响显示画面的稳定性和正确性。在基于 LoongArch CPU 的 SoC 系统中，DVI 外设需要与处理器访存接口、图像缓存和视频时序模块协同工作。本任务要求选手基于 LoongArch CPU 设计并集成 DVI 外设显示控制器，通过数字视频并行接口完成静态彩色图片显示。主要包括：

（1）RTL代码设计：在提供的设计工程中进行模块添加和修改，实现CPU拓展DVI显示功能。

（2）汇编代码设计：设计工程目前实现了LA32R指令，选手需根据给定的指令完成汇编代码设计，实现CPU从数据存储器里读取图像数据并通过DVI接口显示。

（3）功能优化：在现有SOC基础上，开发交互系统。系统可添加输入输出设备：拨码开关、按键开关；LED、数码管；串口。

最终应提交完整工程（含RTL源码、LoongArch汇编、COE初始化文件、约束文件和必要IP配置）、设计报告及使用说明书。

指标要求： 

	序号
	设计指标
	数值
	备注

	1
	像素时钟
	50/MHz
	video_clk，按工程接口连接

	2
	计数器位宽
	WIDTH=12bit
	hcount、vcount 寄存器位宽

	3
	水平时序参数
	800/856/976/1040
	HSIZE/HFP/HSP/HMAX

	4
	垂直时序参数
	600/637/643/666
	VSIZE/VFP/VSP/VMAX

	5
	同步极性
	1/1
	HSPP/VSPP，正极性

	6
	像素格式
	RGB332
	红3 bit、绿3 bit、蓝2 bit

	7
	存储器初始化
	COE
	写入给定静态测试图片

	8
	显示分辨率
	参考800×600
	允许自定义，但须提交完整参数

	9
	稳定运行时间
	≥60s
	无滚屏、抖动、错位或大面积花屏


评分标准：

（1）调研与方案选择（20分）：完成调研并选择合理架构，理解协议传输方案、测试方法。

（2）RTL设计及功能设计（50分）：完成DVI功能的RTL和汇编代码的设计和实现，功能正确。

（3）交互系统设计（20分）：利用实验系统上现有的外设资源，设计并完成一个可交互系统，系统能够稳定运行。

（4）创新点与优化建议（10分）：针对架构或部分指标的创新与优化方案。

赛题四：4位通用并‑串转换移位寄存器（权重1.0）

设计要求： 4 位移位寄存器，具备并行载入、左移、右移、保持、同步复位功能。完成完整逻辑电路和版图设计，给出复位、并行加载、左移、右移、保持的功能仿真波形。版图DRC/LVS 通过。可通过优化设计提升最高工作频率，减小上升/下降时间。要求在CMOS 0.18 µm工艺下使用华大九天EDA工具进行全流程设计。

指标要求：

	序号
	设计指标
	数值
	备注

	1
	工作电压
	1.8V
	

	2
	最高工作频率
	≥20MHz
	频率越高得分越高

	3
	上升时间
	≤10ns
	越小得分越高（负载电容CL=15pF） 

	4
	下降时间
	≤10ns
	越小得分越高（负载电容CL=15pF）

	5
	功能
	同步复位、并行置数、左移、右移、保持
	全部功能必须正确实现


评分标准：

（1）调研与方案选择（20分）：完成调研并选择合理电路架构，理解并论述电路结构选择原因。

（2）电路设计与前仿真（40分）：全部模式仿真波形，最高工作频率仿真验证。

（3）版图设计与后仿真（30分）：版图布局，DRC/LVS验证通过，并进行后仿真验证。

（4）创新点与优化建议（10分）：逻辑门级优化、版图布局布线、面积、延时优化。

赛题五：6T‑SRAM 存储单元设计（仅限高职）

设计要求：基于 CMOS 0.18 μm工艺，完成6T‑SRAM存储单元模拟全流程设计，侧重电路原理理解、工具实操、仿真验证、版图基础设计能力。主要工作内容：
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6T SRAM 存储单元电路

（1）使用华大九天 EDA 工具完成电路原理图搭建与功能仿真；

（2）完成 6T‑SRAM版图绘制，完成并通过DRC、LVS物理验证；

（3）在满足基本读写功能前提下，尽量优化版图面积、读写延时等关键性能。

指标要求： 

	序号
	设计指标
	数值
	备注

	1
	工作电源电压
	1.8V
	

	2
	存储单元功能
	正常实现写 0、写 1、读、数据保持
	

	3
	写延时
	≤1ns
	位线电容10fF 

	4
	读延时
	≤1ns
	位线电容10fF

	5
	单元版图面积
	尽可能小
	


评分标准：

（1）调研与方案选择（20分）：理解6T‑SRAM存储单元工作原理，分析6T-SRAM读写折中设计方法。 

（2）电路设计与前仿真（40分）：完成单元电路原理图，仿真读、写、保持功能，输出仿真结果。 

（3）版图设计与验证（30分）：完成6T‑SRAM单元版图设计，通过DRC、LVS验证。

（4）创新点与优化建议（10分）：针对6T-SRAM的速度、面积等提出优化方案。
赛题六：高性能低压差线性稳压器（LDO）设计（仅限职工组）

设计要求：设计一款满足下表所列性能指标的高性能低压差线性稳压器（LDO）。要求使用CMOS 0.18 µm工艺进行模拟全流程设计，主要包括：

（1）使用华大九天EDA工具，完成电路原理图设计，实现满足指标要求的电路结构，并搭建性能测试电路；

（2）在此基础上完成对应的版图绘制，并要求通过DRC和LVS物理验证；

（3）在完成上述工作基础上，尽可能优化功耗、响应速度和芯片面积等指标。

指标要求： 

	序号
	设计指标
	数值
	备注

	1
	输入电压
	2V-3.3V
	

	2
	输出电压
	1.8V
	

	3
	静态电流
	<10µA
	

	4
	环路增益
	>80dB@10Hz
	

	5
	电源抑制比（PSRR）
	>70dB@10Hz

>50dB@10kHz
	

	6
	线性调整率
	<1mV/V
	

	7
	负载调整率
	<40µV/mA
	

	8
	最大负载电流
	>10mA
	

	9
	响应速度
	1μs
	

	10
	峰值转换效率
	重载（5-10mA）  ≥85%

中载（1-5mA）  ≥82%

轻载（0.1-1mA） ≥70%
	


评分标准：

（1）调研与方案选择（20分）：完成调研并选择合理电路架构，理解LDO工作原理并论述电路结构选择原因。

（2）电路设计与前仿真（40分）：画出完整电路原理图，实现电路功能。

（3）版图设计与后仿真（30分）：完成版图设计并进行DRC、LVS验证，后仿真验证指标。

（4）创新点与优化建议（10分）：针对电路结构的创新与优化方案。

赛题七：自选题，相关规定和奖励另行通知，不占用大赛获奖名额及奖金。
赛题选择说明：

本科及以上在校生限选赛题一、二、三、四；高职（专科）在校生限选赛题五；职工组限选赛题六或赛题七。赛题七为自选赛题，仅限职工组选手参赛，鼓励初创型企业及优秀项目参加，且选题需围绕模拟集成电路领域自行选择模块电路并采用华大九天EDA工具和CMOS 0.18μm工艺开展全流程设计工作，赛题七不占用大赛获奖名额及奖金。


